rodukowane przez Fabryks P6l-

P

przewodnilkéw ,Tewa” tranzy-
story typu TGS, TGIl1l, TGI10 i
TG20 sg germanowymi tranzysto-

TRANZYSTORY TGS, TG11, 1610 i 1620 -

wartosci eksploatacyjne, parametry i charakterystyki

mgr inz. Urszula Drozd

rami warstwowymi malej mccy
§redniej czestotliwo$ei, typu p-n-p.
Tranzystory TG9 1 TGI11 sg
przeznaczone giéwnie do pracy w
ukladach impulsowych, tranzystory
TG10 przede wszystkim w ukladach

Wszystkie wymienione typy tran-
zystoréw wykonane sg w obudowie
metalowej, ktérej] wymiary uwidocz-
niono na rysunku 1. Ciezar pojedyn-
czego tranzystora wynosi 0,9 g.

Dopuszczalne wartosci eksploata-
cyjne tych tranzystoréw zestawione
sg w tablicy 1 i na rysunkach 2,
3, i 4, a parametry charaktery-

styczne — w tablicy 2 (str. 230).

Charakterystyki tranzystora TG10
przedstawiono na rysunkach 5-+12,
a tranzystora TG20 na rysunkach
13+20.
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Rys. 8. Zaleznosé pirametrow 1/5119 i Ciin transztOra
TG19 od czestotliwosei

napiecia kolektcra

Tablica 1 T
’ G - o 8 o s < o [
Dopuszczalne wartoSci eksploatacyjne przy 1, = 25°C .
N
H
Parametr Symbol Jedn. 1 TG9 ‘TGII‘TGlO‘TGzo =
— \ A
Maksymalne napiec.e T
. >a ]
kolektor-emiter (szczyt.) “Ucerrm:x !V patrz rys. 2 =Ea 8 =
Maksymslne napiccie , e / =
kolekicr-emiter “Ucg max v patrz rys. 2
Maksymé]ny prad
kolektora (szczytowy) T carmax mA |'125%) 125" 10 10
™
Maksymalny prad
kolektora Lo max mA | 50 50 5 5 /
Maksymalny prad P ”
emitera (szczytowy) 2 mA | 125% . 125%)| 10 10 1=
Maksvmalny prad 'il/
emitera Ep g mA | 50 50 5 5 &
Maksymalny prad
bazy (szczytowy) Lyt e mA 50" 507 S
@O
Maksymalny prad & o
- =3
bazy “Ip max ma 25 25 §'§ & ¥ B R 5 ®
Maksymalna moc strat Rys. 9. ZaleZno§é parametréw l/g‘;_
ko'ektora i emitera | P mW patrz rys. 31 4 i ¢, tranzyst:ra TGI0 cd czestotli-
woSci
Maksymalna tempe- e v
ratura zlgcza - oc | 75 | 75 | 7 | 75 | [ Rys. 10, Zalesnos¢ p-ramewow 1/g,,.
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pra zystora TG20 Rys. 14. Zaleznos¢ pradu zerowego ko-
lektora tranzystora TG20 od temperatury
zlgcza
Tablica 2
Charaklerystyczne parametry przy z, = 25°C
Parametr Symbol Jedn. TG9 TG11 TG10 TG20
Prad zerowy kolektor-baza ’
przy —Ucp =6V —I¢po pA <5 <56 =10 <10
Prad zerowy emiter-baza
przy —Upp =86V ' —Izpo PA <5 <5 <50 <50
Prad zerowy kolektor-emiter
przy —Ucp =15V —Icko pA <50 <50 <50 <50
Wspélezynnik wzmocnienia prado-
wego przy —Ugp << 0,2 V,Ip =10mA hy g ’ — >20 =20 == —
Wspétczynnik wzmocnienia prado- *
. wegoprzy —Up, <02V, 1, =100mA hyp — 10 10 o e
Wsp6lezynnik wzmocnienia prado-
wego przy —Ucr =6V, Io= 0,6 mA hyie o — — 20--130 | 20225
Napiecie nasycenia przy :
—1Ip = 3mA, —I, = 50 mA —Ucg,as A\ <0,25 | =0,25 — —
Czestotliwoéé graniczna ') ;i MHz >1,5 >0,2 >3 >7
Nachylenie charakterystyki ?) Ys1e mA/V —— — >13 >11
Przewodno$é wejsciowa %) S11e mS = — 0,32 =3,3
Przewodno$é zwrotna ) G19¢ pS — — <13 =66
Przewodno$é wyjSciowa ?) 8290 pS = = <40 <2200
Pojemno$é wejSciowa 2) €11e pF — — <1000 <400
Pojemno$¢ zwrotna ?) €196 pF — — <15 <15
Pojemno$é wyjsSciowa ?) Co9e pF — — <40 <40
Opornoéé bazy przy f = 0,56 MHz,
— cheff = 2 V, _IC = 1mA "bb’ Q o s £200 £250

) dla TGY, TG11 przy —Ugp = 6 V, —Ip; = 3 mA

., dla TG10, TG20 przy —Ugcg = 6 V, —I; = 0,6 mA
*) dla TG10 przy —Ugp, = 6 V, —I; = 0,5 mA, f = 0,56 MHz
dla TG20 przy —Ugp = 6 V, —I. = 0,6 mA, f = 2 MHz
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